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^ (57) Abstract: The invention concerns a panel comprising a network of barriers (15) having each a base resting on a faceplate (12) 
f^s and a top in contact with another faceplate (11) including at least two coplanar electrode arrays (Y, Y') having each preferably a 
O constant width. The invention is characterized in that said barriers (15) have, at their top, a low permittivity zone (15b) of thickness 
(D b ) more than 3 |i.m and not less man one-fifth of their total height which has an average dielectric permittivity (E b ) at least three 

O times lower than the dielectric permittivity (E,,) of said barriers evaluated at their base. The invention enables the plasma discharge 
s confinement to be enhanced well away from the barriers (15). 
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(57) Abrege : Panneau comprenant un r£seau de barrieres (15) pr£sentant, chacune, une base reposant sur une dalle (12) et un som- 
met au contact d'une autre dalle (11) comprenant au moins deux reseaux d'electrodes (Y, Y*) coplanaires pnSsentant de preference, 
chacune, une Iargeur constante ; selon 1* invention, ces barrieres (15) pr£sentent, au niveau de leur sommet, une zone de faible per- 
mittivity (15b ; 15c) d'epaisseur (D b ) superieure a 3 um et inferieure ou egale a un cinquieme de leur hauteur totale qui pr^sente une 
permittivity dielectrique moyenne (E b ) au moins trois fois infeYieure a la permittivity dielectrique (E„) de ces barrieres £valuee au 
niveau de leur base. Grace a T invention, on ameliore sensiblement le confinement des decharges plasma loin des barrieres (15). 
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PANNEAU DE VISUALISATION A PLASMA A ELECTRODES 
COPLANAIRES DE LARGEUR CONSTANTE. 
En reference aux figures 1A, 1B, I'invention concerne un panneau de 
visualisation a plasma comprenant une premiere dalle 11 et une deuxieme dalle 
5 12 menageant entre elles un espace rempli de gaz de decharge compartimente 
en un ensemble de cellules de decharge 18 disposees en lignes et en 
colonnes, comprenant egalement un reseau de barrieres isolantes comprenant 
des barrieres 15 separant, chacune, deux colonnes adjacentes de cellules, la 
premiere dalle comprenant au moins deux reseaux d'electrodes Y, Y' 
10 coplanaires dites d'entretien, orientees selon des directions generates paralleles 
entre elles et perpendiculaires auxdites barrieres, presentant une largeur 
constante perpendiculairement a ces directions generates, disposees de 
maniere a ce que chaque cellule de decharge soit traversee par une electrode 
de chaque reseau. 

15 Comme les barrieres 15 separent chacune deux colonnes adjacentes de 

cellules, on appelle ces barrieres des barrieres colonnes, par opposition aux 
barrieres lignes decrites ci-apres. 

Chaque cellule de decharge est done traversee par une paire d'electrodes 
d'entretien et chaque paire d'electrodes d'entretien dessert done une ligne de 

20 cellules de decharge ; toutes les cellules adjacentes d'une meme ligne sont 
separees par une barriere colonne en materiau isolant ; de cette maniere, dans 
la direction generate des electrodes coplanaires, les largeurs des differentes 
cellules d'une meme ligne sont limitees par ces barrieres colonnes ; ces 
barrieres servent generalement d'espaceurs entre les dalles du panneau. 

25 Les electrodes coplanaires sont recouvertes d'une couche dielectrique 13 

elle-meme revetue d'une couche de protection et d'emission d'electrons 
secondaires 14, generalement a base de magnesie. 

La deuxieme dalle comprend un troisieme reseau d'electrodes X dites 
d'adressage disposees chacune entre deux barrieres colonnes ; ainsi, chaque 

30 electrode d'adressage dessert done une colonne de cellules de decharge ; ces 
electrodes d'adressage peuvent etre egalement recouvertes d'une couche 
dielectrique 17. 
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Le rEseau de barriEres cle certains panneaux de Tart anterieur comprend 
egalement des barrieres 16 dites barrieres lignes separant chacune deux lignes 
adjacentes de cellules, de sorte que chaque cellule du panneau est alors 
dElimitee sur rensemble de son pourtour par des barrieres comme represents 
5 sur les figures 1A, 1B. 

Le pilotage des panneaux a plasma comprend classiquement des 
periodes d'adressage destinees a activer les cellules qui doivent etre allumees, 
suivies de periodes d'entretien pendant lesquelles on applique des series 
d'impulsions de tension d'entretien entre les electrodes d'entretien Y, Y' 

10 desservant une ligne de cellules, dans I'intervalle ou gap G sEparant ces 
Electrodes ; la hauteur de ces impulsions d'entretien doit etre suffisante pour 
provoquer des decharges dans les cellules prealablement activees de la ligne, 
mais insuffisante pour provoquer des decharges dans les cellules de cette ligne 
non prEalablement activees. 

15 L'adressage des cellules de dEcharge s'effectue generalement entre une 

electrode de colonne et Tune des Electrodes de ligne qui sert aussi a I'entretien. 

Les cellules de dEcharge et Tespace entre les dalles sont remplis d'un gaz 
sous faible pression adapte a I'obtention de decharges emettant un 
rayonnement ultraviolet. 

20 Les parois de chaque cellule sont generalement dotees d'une couche de 

luminophore susceptible d'emettre un rayonnement visible, notamment rouge, 
vert ou bleu, lorsqu'il est excite par le rayonnement ultra-violet des decharges; 
ces couches sont generalement deposees sur la deuxieme dalle et sur les 
versants des barrieres. 

25 Dans le cas de panneaux emettant trois couleurs primaires, rouge, verte et 

bleue, les cellules de decharge adjacentes comportent des luminophores de 
couleurs differentes de sorte que Ton obtient des decharges emettant 
indirectement dans le rouge, le vert et le bleu. 

30 C'est en general la premiere dalle, celle qui porte les Electrodes 

coplanaires, qui sert de dalle avant orientEe vers Tobservateur des images que 
le panneau est susceptible d'afficher ; pour empecher les Electrodes de la dalle 
avant d'absorber une trop grande partie du rayonnement visible provenant des 
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cellules, on realise de preference les electrodes coplanaires dans un materiau a 
la fois conducteur et transparent, comme I'oxyde d'etain ou I'oxyde mixte d'etain 
et d'indium (« ITO », pour Indium-Tin Oxide en langue anglaise) ; comme ces 
electrodes transparentes ne sont en general pas assez conductrices, on 
5 « double » generalement les reseaux d'electrodes transparentes de 
conducteurs metalliques opaques que I'on appelle « bus conducteurs », parce 
qu'ils distribuent le courant electrique de decharge aux electrodes 
transparentes ; classiquement, la conductivity electrique lineaire du bus est 
superieure a celle du conducteur d'amorcage ; le bus est en materiau 
10 metallique fortement conducteur, comme I'argent ; il est par consequent opaque 
a la lumiere. 

Lors d'une periode d'entretien, lorsqu'une impulsion de tension electrique 
d'amplitude suffisante est appliquee entre deux electrodes coplanaires Y, Y' 
d'une meme paire, dans une cellule alimentee par ces electrodes et 

15 prealablement activee lors d'une periode d'adressage, on amorce une decharge 
dans I'intervalle G au niveau du bord d'amorcage 191 de Tune de ces 
electrodes, sur un front qui s'etend entre les barrieres colonnes 15 qui 
delimitent cette cellule en largeur a cet endroit ; en reference a la figure 1A, 
I'amorcage de la decharge dans cette cellule s'effectue dans une zone 

20 d'amorcage Z a de la portion de cette electrode correspondant a cette cellule ; il 
est preferable que les proprietes de potentiel en surface de la couche 
dielectrique 13 revetant cette electrode soient suffisamment uniformes pour 
permettre un amorcage a faible tension de la decharge ; apres amorcage, la 
decharge s'etale perpendiculairement a la direction generate des electrodes 

25 coplanaires jusqu'au bord de fin de decharge 192 de I'electrode, oppose au 
bord d'amorcage ; la phase d'etalement de la decharge, dite phase 
d'expansion, permet la formation d'une zone de decharge a faible champ 
electrique tres efficace pour I'excitation du gaz et la production de photons ultra- 
violet ; la phase d'expansion permet done d'ameliorer le rendement lumineux 

30 des decharges. Durant la phase d'expansion de la decharge jusqu'au bord de 
fin de decharge de I'electrode, la decharge occupe la quasi totalite de I'espace 
gazeux delimite par les deux barrieres colonnes 15 bornant la cellule en 
largeur. 
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Lors d'une periode d'entretien, immediatement avant I'application d'une 
impulsion de tension electrique entre deux electrodes coplanaires Y, Y' d'une 
meme paire traversant une cellule, la zone de couche dielectrique qui recouvre 
ces Electrodes est g^neralement couverte de charges r6siduelles dites 
5 « charges m£moire », provenant notamment de la decharge pr6cedente dans 
cette cellule. Immediatement au debut de I'application d'une impulsion de 
tension electrique et avant toute nouvelle decharge, la zone de gaz de 
decharge comprise entre ces deux electrodes est alors soumise a la somme de 
la tension appliquee entre ces electrodes et de la tension resultant des charges 

10 memoire provenant de I'impulsion d'entretien pr^cedente. 

La figure 3 represente, au debut d'une impulsion de tension d'entretien 
d'une valeur de 100 V appliquee aux electrodes, qui suit d'autres impulsions 
alternees identiques ayant laisse des charges memoire, la distribution des 
lignes equipotentielles de tension selon une coupe A1-A1' de la zone 

15 d'expansion de decharge, entre le milieu d'une barriere colonne 15 et le milieu 
de la cellule, cet intervalle correspondant a la demi distance entre les milieux de 
deux barrieres colonnes adjacentes, c'est a dire a la demi largeur d'une cellule 
de decharge ; les lignes equipotentielles en traits continus correspondent a des 
valeurs positives du potentiel ; les lignes equipotentielles en traits discontinus 

20 correspondent a des valeurs negatives du potentiel ; la difference de potentiel 
entre deux courbes equipotentielles adjacentes est constante et adaptee pour 
obtenir vingt courbes equipotentielles « positives » en traits continus ; au cours 
de I'impulsion de tension de 100 V qui demarre, on suppose ici que I'electrode 
consideree Y joue le role de cathode, et que les charges memoire negatives 

25 stockees dans cette cellule a la surface de la couche dielectrique 13 
proviennent de la decharge generee par I'impulsion de tension d'entretien 
prec6dente de la meme serie, de signe oppose. Sur cette figure, la courbe 
equipotentielle V correspond a la premiere equipotentielle negative (traits 
discontinus, par opposition aux traits continus des equipotentielles positives), et 

30 temoigne de la pr6sence d'une charge negative d6pos6e a ce niveau a la 
surface de la barriere colonne 15. La distribution de cette equipotentielle en 
profondeur dans la barriere colonne indique que, apres amorcage provoque par 
I'impulsion en cours, la decharge va s'etaler sur les versants des barrieres, 
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done au dela de la surface de la couche dielectrique 13 et de la couche de 
protection 14 recouvrant I'electrode Y. Lors des periodes d'entretien ou le 
panneau emet de la lumiere, les barrieres vont done etre en contact important 
avec les decharges. Ce phenomene conduit a une augmentation des pertes 
5 des especes chargees sur les barrieres et a une deterioration acceleree du 
materiau luminophore recouvrant ces barrieres, avec, pour consequence, une 
diminution du rendement lumineux et une diminution de la duree de vie du 
panneau. 

L'art anterieur, illustre par exemple par le document EP0782167- 

10 PIONEER, propose une solution a ce probleme qui est representee sur la figure 
2. La figure 2 presente une vue de dessus schematique de la structure d'une 
cellule d'un panneau de visualisation a plasma coplanaire qui se differencie de 
la structure presentee precedemment aux figures 1A et 1B en ce que les 
electrodes coplanaires ne s'etendent plus sur toute la largeur des cellules : 

15 chaque electrode Y comprend un bus conducteur Y b continu au niveau du bord 
de fin de decharge 192 qui traverse toutes les cellules d'un meme ligne et, au 
niveau de chaque cellule, un element d'electrode Y p en forme de languette 
centree sur cette cellule, presentant une largeur inferieure a cette cellule, et 
s'etendant a partir du bus jusqu'au niveau du bord d'amorcage 191. On 

20 dimensionne les elements d'electrodes Y p de chaque cellule de sorte que leurs 
bords lateraux soient positionnes a une distance D non nulle de la surface des 
barrieres colonnes 15 les plus proches qui delimitent cette cellule. 

Une telle structure appliquees aux electrodes coplanaires Y, Y' permet de 
reduire le potentiel sur les versants des barrieres colonnes et sur les portions 

25 de surface de la couche de protection qui sont proches de ces barrieres le long 
des bords lateraux des elements d'electrodes Y p , comme I'illustre la figure 4 
representaht la distribution des courbes equipotentielles electriques dans la 
cellule representee a la figure 2, selon une coupe A2-A2' dans la demi-largeur 
de cellule, selon les memes hypotheses et conventions que pour la figure 3 

30 precedemment decrite ; sur cette figure 4, on constate que la premiere courbe 
equipotentielle negative en traits discontinues rencontre la barriere colonne en 
V au niveau du sommet de cette barriere, a I'interface avec la couche de 
protection et la couche dielectrique 13; de ces proprietes dielectriques 
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illustrees par les courbes equipotentielies, il decoule un meilleur confinement 
des decharges d'entretien a distance des barrteres colonnes en d6but 
d'expansion dans les panneaux d6crits dans le document EP0782167 ou en 
reference a la figure 2 par rapport aux panneaux precedemment droits en 
5 reference aux figures 1A et 1B ; on ameliore ainsi le rendement lumineux et la 
duree de vie. 

En revanche, en fin d'expansion des decharges, c'est £ dire au niveau des 
bus Y 5 des Electrodes coplanaires, on rencontre le rnSme probl6me que 
pr6c6demment puisque les electrodes s'6tendent a ce niveau sur toute la 

10 largeur des cellules : le potentiel le long de la surface de barriere et a la surface 
de la couche de protection reste eleve dans le voisinage des parties d'electrode 
Y b correspondant aux bus ; I'amelioration du rendement lumineux et de la duree 
de vie reste done lirnite. 

En outre une telle structure a elements d'electrodes est plus difficile a 

15 realiser que celle des figures 1A et 1B et necessite une operation couteuse 
d'alignement horizontal des dalles 11 et 12 de maniere a ce que les elements 
d'electrodes propres a chaque cellule soient parfaitement centres sur chaque 
cellule, equidistants de deux barrieres colonnes adjacentes. 



20 L'invention a pour but d'accroTtre le rendement lumineux des panneaux a 

plasma et leur duree de vie en 6vitant ces limitations et ces inconvenients. 

A cet effet l'invention a pour objet un panneau de visualisation a plasma 
comprenant une premiere dalle et une deuxieme dalle menageant entre elles 
un espace rempli de gaz de decharge partitionn6 en un ensemble de cellules 

25 de decharge disposees en lignes et en colonnes, comprenant egalement un 
reseau de barrieres isolantes comprenant des barrieres separant, chacune, 
deux colonnes adjacentes de cellules et presentant, chacune, une base 
reposant sur ladite deuxieme dalle et un sommet au contact de ladite premiere 
dalle, cette premiere dalle comprenant au moins deux reseaux d'electrodes Y, 

30 Y' coplanaires dites d'entretien, qui sont orientees selon des directions 
generales paralleles entre elles et auxdites lignes, qui sont disposees de 
maniere a ce que chaque cellule de decharge soit traversee par une electrode 
de chaque reseau formant alors une paire, et qui pr6sentent des bords dits 



WO 2004/034418 



7 



♦ 



T/EP2003/050639 



d'amorcage qui se font face de part et d'autre du gap separant les electrodes 
de chaque paire, caracterise en ce que chaque barriere de separation de 
colonne comprend, au niveau de son sommet et sur toute sa largeur, une 
succession de zones de faible permittivite qui s'etendent de part et d'autre du 
5 gap separant les electrodes de chaque paire au moins a partir d'une ligne 
situee 80 urn en arriere des bords d'amorcage des electrodes de cette paire, et 
qui presentent une epaisseur superieure a 3 n.m et inferieure ou egale a un 
cinquieme de la hauteur totale desdites barrieres, et une permittivite 
dielectrique moyenne au moins trois fois inferieure a la permittivite dielectrique 

10 desdites barrieres evaluee au niveau de leur base. 

Les zones de faible permittivite s'etendent ainsi au moins de chaque cote 
du gap de chaque cellule. 

L'epaisseur d'une zone de faible permittivite sur une barriere est mesuree 
a partir du sommet de cette barriere au contact de la premiere dalle ; chacune 

15 de ces zones s'etend approximativement sur toute la largeur de la barriere, a 
l'epaisseur d'une eventuelle couche de luminophore pres. 

Si les electrodes coplanaires ne presentent pas une largeur constante par 
exemple comme dans la structure de I'art anterieur decrite en reference a la 
figure 2, I'invention permet alors de cumuler les avantages de rendement deja 

20 decrits de cette structure et ceux propres a I'invention decrits ci-apres. 

[.'invention s'applique notamment aux cas ou les electrodes coplanaires 
presentent chacune une largeur constante sur toute leur longueur utile ; on 
entend par longueur utile d'une electrode la longueur correspondant a 
I'ensemble des cellules desservie par cette electrode ; la largeur de cette 

25 electrode s'entend comme la largeur mesuree perpendiculairement a sa 
direction generate ; comme la largeur des electrodes coplanaires est constante 
comme dans la structure de I'art anterieur decrite en reference aux figures 1A et 
1B, les reseaux d'electrodes sont plus economiques a realiser et I'assemblage 
des dalles n'est pas penalise par des contraintes d'alignement : on evite ainsi 

30 les inconvenients de la structure de I'art anterieur decrite en reference a la 
figure 2, tout en obtenant des avantages au moins identiques sinon superieurs 
sur le plan du rendement lumineux et de la duree de vie, comme explicite ci- 
apres. 
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L'invention propose en effet de modifier la distribution des courbes 
equipotentielles non pas en modifiant la forme et position des electrodes au 
niveau de chaque cellule comme precedemment decrit en reference aux figures 
2 et 3, mais en faisant varier la permittivite dielectrique au sein des barrieres 
5 d'une maniere adaptee pour resserrer et rapprocher, au niveau de chaque 
cellule, les courbes equipotentielles au voisinage de la couche dielectrique et 
de la couche de protection, de maniere a reduire le potentiel electrique sur le 
versant de ces barrieres, notamment au voisinage de ces couches. 

Grace a I'epaisseur specifique a l'invention des zones de faible permittivite 

10 et grace a la permittivite dielectrique moyenne specifique a l'invention de ces 
zones, on obtient alors un meilleur confinement des decharges d'entretien sur 
la surface de la couche dielectrique et de la couche de protection, a distance 
des barrieres, ce qui reduit la perte d'especes chargees du plasma et la 
degradation des luminophores sur ces barrieres par le plasma dans la zone 

15 d'expansion des decharges. 

Un avantage supplemental de la structure de panneau selon l'invention 
resulte de ce qu'on obtient le confinement souhaite des decharges meme en fin 
d'expansion : contrairement a la structure decrite en reference a la figure 2, le 
potentiel sur le versant des barrieres et a la surface de la couche de protection 

20 et de la couche dielectrique est egalement abaisse au voisinage des parties 
d'electrodes correspondant a la fin de decharge, ce qui permet une amelioration 
plus importante du rendement lumineux et de la duree de vie. 

Si la premiere dalle comprend trois reseaux d'electrodes, chaque cellule 
est alors traversee par trois electrodes, une de chaque reseau, qui forment 

25 alors une triade. 

On entend par « gap » la zone separant les electrodes de chaque paire, 
ou, le cas echeant, les zones separant les electrodes de chaque triade ; quand 
la largeur des electrodes coplanaire est constante, la largeur des zones 
separant les electrodes est egalement constante. 

30 La zone de faible permittivite situee au sommet des barrieres peut done 
etre discontinue, e'est a dire qu'elle peut etre interrompue au niveau du gap 
separant les electrodes coplanaires de chaque paire jusqu'a 80 urn au 
maximum de part et d'autre des bords d'electrodes, au dela de ce gap ; les 
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zones de faible permittivite s'etendent alors de chaque cote du gap, notamment 
au niveau des zones d'expansion des decharges, c'est a dire au regard de la 
surface des electrodes. La zone de faible permittivite peut s'6tendre davantage, 
par exemple lorsqu'elle est interrompue exactement au niveau des gaps 
5 separant les electrodes coplanaires. 

Selon une variante plus simple et plus economique a fabriquer, la 
succession de zones de faible permittivite au sommet de chaque barriere forme 
une zone continue de faible permittivite, sans interruption au niveau des gaps. 
Selon une autre variante permettant un meilleur controle du confinement 

10 des d6charges et une amelioration plus importante du rendement lumineux et 
de la duree de vie, au sommet de chaque barriere separant deux colonnes, les 
zones de faible permittivite sont discontinues et interrompues au niveau du gap 
separant les electrodes de chaque paire. 

En r6sum§, invention a pour objet un panneau de visualisation a plasma 

15 comprenant un r§seau de barrieres presentant, chacune, une base reposant 
sur une dalle et un sommet au contact d'une autre dalle comprenant au moins 
deux reseaux d'electrodes coplanaires, caracterise en ce que ces barrieres 
presentent, au niveau de leur sommet, une zone de faible permittivite 
d'epaisseur superieure a 3 |nm et interieure ou egale a un cinquteme de leur 

20 hauteur totale qui pr6sente une permittivite dielectrique moyenne au moins trois 
fois inferieure a la permittivite dielectrique de ces barrieres evaluee au niveau 
de leur base. 

Afin d'ameliorer encore le confinement des decharges d'entretien loin des 
versants des barrieres, Tinvention peut egalement presenter une ou plusieurs 
25 des caracteristiques suivantes : 

- Tepaisseur des zones de faible permittivite est au moins egale a 5 |im. 

- les barrieres de separation de colonne presentent en outre des zones 
intercalates de forte permittivite, qui sont intercatees entre la base des 
barrieres et les zones de faible permittivite, qui presentent une epaisseur 

30 superieure a Tepaisseur des zones de faible permittivite, et qui presentent 

une permittivite dielectrique moyenne superieure a la permittivite 
dielectrique de ces barrieres evaluee au niveau de leur base ; de 
preference, la permittivite dielectrique moyenne de ces zones 
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intercalaires de forte permittivite est superieure ou egale a cinq fois la 
permittivite dielectrique des barrieres evaluee au niveau de leur base ; la 
succession de zones intercalaires de forte permittivite peut former une 
zone intercalaire continue de forte permittivite ; a I'inverse, au sommet de 
5 chaque bantere, les zones de forte permittivite peuvent 6tre discontinues 

et interrompues au niveau du gap separant les electrodes de chaque 
paire. 

L'invention peut en outre presenter une ou plusieurs des caracteristiques 
suivantes : 

10 - les directions g6n£rales des Electrodes coplanaires sont perpendiculaires 

aux barrieres de separation de colonnes. 

- les electrodes coplanaires Y, Y' sont revenues d'une couche dielectrique 
et d une couche de protection et d'emission d'electrons secondaires, 
generalement a base de magnesie. 

15 - la deuxieme dalle comprend un troisieme reseau d'electrodes X dites 

d'adressage disposees, chacune, au niveau d'une colonne de cellules. 

- le reseau de barrieres comprend egalement des barrieres separant, 
chacune, deux lignes adjacentes de cellules. 

- les barrieres presentent une hauteur d'au moins 100 um 

20 

Les documents JP2000-306517 et JP07-262930 (voir 2 6me mode de 
realisation associe a la figure 3 de ce document) decrivent des panneaux a 
plasma ou c'est la couche dielectrique positionnee sur la premiere dalle qui 
presente des zones de faible permittivite ; dans le document JP07-262930, ces 

25 zones sont situees entre les lignes de cellules et non pas entre les colonnes 
comme dans l'invention ; de telles zones permettent de limiter I'expansion des 
decharges dans le sens vertical des colonnes alors que l'invention permet de 
limiter egalement I'expansion des decharges dans le sens horizontal des 
lignes ; dans ces deux documents, ces zones s'etendent continument sur toute 

30 la largeur ou toute la hauteur utile du panneau et peuvent etre au contact du 
sommet des barrieres separant les colonnes (figure 1 du document JP2000- 
306517) ; a noter que de telles zones de faible permittivite sont particulierement 
difficiles a realiser dans I'epaisseur de la couche dielectrique alors que les 
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zones de faible permittivite selon I'invention sont beaucoup plus faciles a 
realiser au sommet des barrieres. 

^invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui va 
suivre, donn6e £ titre d'exemple non limitatif, et en reference aux figures 
annexees sur lesquelles : 

- les figures 1A et 1B, deja decrites, representent respectivement une 
vue de dessus et une coupe longitudinale d'une cellule a electrodes 
coplanaires de largeur constante d'un panneau a plasma selon Tart 
anterieur ; 

- la figure 2, deja decrite, represente une vue de dessus d'une cellule a 
electrodes coplanaires de largeur variable d'un panneau a plasma 
selon Tart anterieur ; 

- les figures 3 et 4, deja decrites, representent la distribution du potentiel 
respectivement selon une coupe A1-A'1 de la moitie d'une cellule de la 
figure 1A et selon une coupe A2-A'2 de la moitie d'une cellule de la 
figure 2, au debut de I'application d'une impulsion de tension de 100 V 
a I'electrode coplanaire de cette moitie de cellule ; 

- la figure 5 represente une coupe transversale d'une cellule d'un 
panneau a plasma selon un premier mode de realisation de 
I'invention ; 

- les figures 6 et 7 representent deux exemples de la distribution du 
potentiel qu'on obtient selon une coupe A1-A'1 dans la moitie d'une 
cellule representee a la figure 5, selon les memes conventions que 
pour les figures 3 et4 ; 

- la figure 8 represente une coupe transversale d'une cellule d'un 
panneau a plasma selon un deuxieme mode de realisation de 
I'invention ; 

- les figures 9 et 10 representent la distribution du potentiel qu'on obtient 
respectivement selon une coupe A1-A'1 dans la moitie d'une cellule 
representee a la figure 8 et selon une coupe A1-A1 dans la moitie 
d'une cellule representee a la figure 11, toujours selon les memes 
conventions que pour les figures 3 et 4 ; 
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- la figure 11 represente une coupe transversale d'une cellule d'un 
panneau a plasma selon un troisieme mode de realisation de 
I'invention ; 

- la figure 12 represente une variante du premier mode de realisation de 
5 I'invention de la figure 5, ou le sommet des barrieres ne comporte une 

zone de faible permittivite qu'au niveau des zones d'expansion des 
decharges. 

Les figures ne prennent pas en compte d'echelle de valeurs afin de mieux 
10 faire apparaTtre certains details qui n'apparaTtraient pas clairement si les 
proportions avaient ete respectees. 

Afin de simplifier la description et de faire apparaTtre les differences et 
avantages que presente I'invention par rapport a I'etat anterieur de la technique, 
on utilise des references identiques pour les elements qui assurent les memes 
15 fonctions. 

Selon le premier mode de realisation de I'invention represente a la figure 
5, le panneau a plasma comprend les memes elements disposes selon la 
meme structure que le panneau de I'art anterieur precedemment decrit en 
reference aux figures 1A et 1B, a la difference pres que les barrieres colonnes 

20 15 comprennent une couche de base 15a en contact avec la couche 
dielectrique 17 recouvrant le reseau d'electrodes X de la deuxieme dalle 12, et 
une couche continue de sommet 15b, qui est appliquee sur la couche de base 
1 5a et qui s'etend jusqu'a la couche dielectrique 1 3 et la couche de protection 
14 recouvrant les reseaux d'electrodes coplanaires Y, Y' de la premiere dalle 

25 11. Ici, les electrodes coplanaires presentent chacune une largeur constante 
sur toute leur longueur utile, et les reseaux d'electrodes sont plus economiques 
a realiser et I'assemblage des dalles n'est pas penalise par des contra intes 
d'alignement. 

Selon ce mode de realisation, I'epaisseur ou hauteur D a de la couche de 
30 base et la permittivite dielectrique moyenne E a du materiau qui la constitue 
d'une part, I'epaisseur ou hauteur D b de la couche de sommet et la permittivite 
dielectrique moyenne E b du materiau qui la constitue d'autre part, sont 
adaptees pour que E a soit superieur a E b et pour que D a soit superieur a D b , de 
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preference pour que E a > 3 E b et pour que D a > 4 D b ; la couche de sommet 
correspond done a une zone continue de faible permittivite des barrieres ; 
I'epaisseur de la couche de sommet represente ainsi au plus un cinquieme de 
la hauteur totale des barrieres ; pour obtenir un effet de confinement significant, 
il convient que I'epaisseur de cette couche soit superieure a 3 |xm. 

Comme I'illustre ce premier mode de realisation de rinvention, le principe 
de I'invention consiste done a abaisser sensiblement la capacite des barrieres 
colonnes au niveau de leur sommet, ici sur une faible partie D b de la hauteur de 
ces barrieres, e'est a dire au voisinage de la couche de protection 14 et de la 
couche dielectrique 13 sur lesquelles s'etalent les decharges d'entretien, de 
sorte que la capacite electrique soit tres faible dans la partie superieure de ces 
barriere en contact avec la dalle coplanaire 11, et qu'elle soit plus elevee dans 
I'autre partie de ces barrieres. Cette heterogeneite de capacite electrique des 
barrieres propre a I'invention permet de resserrer les lignes equipotentielles 
dans la zone a faible capacite situee a la surface de la couche dielectrique et de 
la couche de protection recouvrant les electrodes coplanaires de la dalle 11, 
done de mieux confiner I'etalement des decharges d'entretien sur la surface 
dielectrique sans "debordement" sur les versants des barrieres. Plus la hauteur 
D b de la couche de sommet est faible devant la hauteur de la couche de base 
D a et plus la permittivite dielectrique moyenne E b de la couche de sommet est 
faible devant la permittivite dielectrique moyenne E a de la couche de base, plus 
le potentiel electrique est faible sur la surface d'etalement des decharges a 
proximite de ces barrieres, par effet diviseur capacitif resultant de la structure 
bi-couche precedemment decrite des barrieres. 

La figure 6 represente la distribution des lignes equipotentielles qu'on 
obtient sur cette surface d'etalement en utilisant une structure de cellule de 
decharge selon le premier mode de realisation qui vient d'etre decrit, avec E a = 
3 E b et D a = 4 D 5 , lorsqu'on applique a I'electrode Y une impulsion de tension 
de 100 V et que cette electrode joue le role de cathode pour cette impulsion ; 
cette distribution correspond a la repartition du potentiel au debut de 
I'application de I'impulsion, avant I'amorgage de la decharge, selon les memes 
hypotheses et conventions que pour les figures 3 et 4 precedemment decrites, 
les courbes equipotentielles en traits pleins correspondant a des potentiels 
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positifs et les courbes equipotentielles en traits discontinus correspondant a des 
potentiels negatifs ; sur cette figure 4, on constate que le taux de confinement 
des decharges illustre par la position V de la premiere equipotentielle negative 
en traits discontinus est proche du cas de I'art anterieur precedemment decrit 
5 en reference aux figures 2 et 4, ou les electrodes coplanaires presentent des 
elements propres a chaque cellule qui sont difficiles et couteux a realiser ; 
grace a ce confinement, on obtient done a moindre prix une amelioration au 
moins comparable du rendement lumineux et de la duree de vie du panneau. 

10 La figure 7 represente, selon les memes conventions que la figure 6, la 

distribution des lignes equipotentielles obtenue pour un panneau selon le 
premier mode de realisation ou , cette fois, E a = 5 E b et D a = 10 D b . La position 
V de la premiere equipotentielle negative est ici confondue avec la surface de la 
couche dielectrique et de la couche de protection recouvrant I'electrode Y. Lors 

1 5 des periodes d'entretien, les decharges ne vont done plus du tout s'etaler sur 
les versants des barrieres, ce qui correspond a I'objectif general poursuivi par 
I'invention. 

Selon une variante du premier mode de realisation de I'invention 
representee a la figure 12, la couche 15b de faible permittivite E b n'est realisee 

20 au sommet des barrieres qu'au niveau des parties de barrieres qui 
correspondent a la zone d'expansion de la decharge, de sorte que, au niveau 
des parties de barrieres qui correspondent au gap inter-electrodes G et a la 
zone d'amorgage, le sommet des barrieres presente une permittivite E a 
identique a celle de la couche de base. 

25 Selon cette variante, chaque barriere de separation de colonne comprend, 
au niveau de son sommet et sur toute sa largeur, une succession de zones de 
faible permittivite 15b' qui s'etendent de part et d'autre du gap separant les 
electrodes de chaque paire a partir d'une ligne situee a la frontiere entre la zone 
d'amorcage Z a et la zone d'expansion Z b , en arriere des bords d amorgage 191 

30 des electrodes de cette paire ; classiquement, cette ligne-frontiere est separee 
du bord d'amorgage d'au plus 80 urn ; autrement dit, la largeur de la zone 
d'amorcage Z a est d'au plus 80 um ; ces zones de faible permittivite presentent 
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la meme epaisseur et la meme permittivite dielectrique que la zone de faible 
permittivite precedemment decrite. 

Comme la zone d'amorcage des decharges de zone de barriere a faible 
permittivite, on obtient alors avantageusement un champ electrique plus 
5 uniforme sur toute la longueur des bords d'amorgage 191 des electrodes, ce qui 
permet avantageusement d'obtenir les memes proprietes d'allumage que dans 
les panneaux de I'art anterieur precedemment decrit. Dans les zones 
d'expansion des decharges dans lesquelles les versants des barrieres risquent 
d'etre soumis aux particules chargees des decharges, les zones de faible 
10 permittivite 15b' selon I'invention permettent de confiner les decharges comme 
decrit plus haut, selon I'objectif de I'invention. 



La figure 8 illustre, comparativement a la figure 5, un deuxieme mode de 
realisation de I'invention ou les barrieres comprennent une couche superieure 

15 continue 15c comparable a la couche de sommet 15b precedemment decrite ; 
cette couche superieure 15c presente egalement une faible epaisseur D c et une 
faible permittivite E c ; cette couche superieure 15c non seulement recouvre, 
comme precedemment, le sommet des barrieres, mais s'etend ici continQment 
sur I'ensemble de la surface active de la deuxieme dalle 12 ; une telle 

20 configuration est avantageusement plus facile a realiser que celle 
precedemment decrite, par exemple en utilisant une methode de serigraphie 
pour deposer ladite couche superieure ; en retenant E a = 5 E c et D a = 5 D c et 
dans les m§mes conditions que precedemment, on obtient une repartition des 
potentiels de surface representee a la figure 9 ; cette figure montre que I'effet 

25 de confinement des decharges obtenu est tout a fait comparable avec celui 
qu'on obtient avec le mode de realisation decrit en reference a la figure 7. En 
comparant les figures 7 et 9, on constate que le remplacement d'une couche de 
sommet des barrieres par une couche superieure continue de revetement de 
I'ensemble de la deuxieme dalle ne modifie pas sensiblement la distribution des 

30 lignes equipotentielles, de sorte qu'on obtient toujours les benefices de 
I'invention. 

Selon ce mode de realisation, I'epaisseur ou hauteur D a de la couche de 
base et la permittivite dielectrique moyenne E a du materiau qui la constitue 
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d'une part, I'epaisseur ou hauteur D c de la couche superieure et la permittivite 
dielectrique moyenne E c du materiau qui la constitue d'autre part, sont adaptes 
pour que E a soit superieur a E c et pour que D a soit superieur a D c , de 
preference pour que E a > 3 E c et pour que D a > 4 D c ; la couche superieure 
5 correspond done a une zone de faible permittivite des barrieres ; I'epaisseur de 
la couche superieure represente ainsi au plus un cinquieme de la hauteur totale 
des barrieres ; pour obtenir un effet de confinement significatif, il convient que 
I'epaisseur de cette couche soit superieure a 3 urn. 

10 Pour le premier et le second modes de realisation, la zone 15b ou 15c de 

faible permittivite peut etre par exemple formee par une couche poreuse 
d'oxyde d'aluminium, le restant des barrieres a savoir ici la couche de base 15a 
de plus forte permittivite etant par exemple forme d'une couche vitreuse d'oxyde 



La figure 1 1 represente un troisieme mode de realisation de I'invention qui 
combine le premier et le second modes de realisation precedemment decrits ; 
les barrieres comprennent done trois couches superposees : une premiere 
couche de base 15a d'epaisseur D a et de permittivite relative E a reposant sur la 

20 couche dielectrique 17 recouvrant le reseau d'electrodes X de la deuxieme dalle 
12, une deuxieme couche 15c' d'epaisseur D' c et de permittivite relative E' c 
recouvrant I'ensemble de la deuxieme dalle 12 comme dans le deuxieme mode 
de realisation, et une troisieme couche 15b d'epaisseur D b et de permittivite 
relative E b ne recouvrant que le sommet des barrieres comme dans le premier 

25 mode de realisation. 

En outre, selon ce troisieme mode de realisation, on a E' c > E a > E b et D a 
> D' c > D b ; de preference, on a E' c > 5 E a et E a > 3 E b , avec D a > 4 D' c et D' c > 



Outre une zone de faible permittivite au niveau du sommet des barrieres 



30 comme dans les premier et deuxieme modes de realisation, on trouve done ici, 
une zone de forte permittivite intercalee entre la base des barrieres et cette 
zone de faible permittivite. 



de plomb. 
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En comparaison avec le premier et le deuxieme modes de realisation de 
I'invention, I'insertion, dans les barrieres, d'une zone intermediaire de forte 
permittivite, d savoir la deuxieme couche 15c', permet de desserrer et d'ecarter 
les lignes equipotentielles dans la zone de barrieres cprrespondant a la 
5 premiere couche 15a et a la deuxieme couche 15c', de sorte que les lignes 
Equipotentielles sont encore plus resserrees que precedemment au niveau de 
la troisieme couche 15b, ce qui ameliore encore le confinement des decharges ; 
en utilisant E b =E a /5, E' c = 5 E a , D b = D' c = D a /5, on obtient alors la repartition 
des lignes equipotentielles illustree a la figure 10, dans la demi-largeur d'une 

10 zone de decharge, selon les memes conventions que precedemment. 

Pour ce troisieme mode de realisation, la troisieme couche de faible 
permittivite 15b peut etre par exemple une couche poreuse d'oxyde 
d'aluminium, la premiere couche 15a de plus forte permittivite peut §tre une 
couche vitreuse d'oxyde de plomb et la deuxieme couche 15c 1 correspondant a 

15 la zone intermediaire de forte permittivite peut etre par exemple une couche a 
base de Ti02 ou de BaTi03. 



Pour r6aliser un panneau selon Tinvention selon Tun quelconque des 
modes de realisation qui viennent d'etre decrit, on utilise des materiaux et des 
20 methodes adaptes qui sont connus en eux-memes de I'hornme du metier des 
panneaux a plasma. 

Pour piloter le fonctionnement du panneau a plasma ainsi obtenu, on 
procfede d'une maniere classique a I'aide d'un systeme classique d'alimentation 
et de pilotage de panneau a plasma. 



25 
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REVENDICATIONS 



1. - Panneau de visualisation a plasma comprenant une premiere dalle (11) 
et une deuxieme dalle (12) menageant entre elles un espace rempli de gaz de 

5 decharge partitionne en un ensemble de cellules de decharge (18) disposees 
en lignes et en colonnes, comprenant egalement un reseau de barrieres 
isolantes comprenant des barrieres (15) separant, chacune, deux colonnes 
adjacentes de cellules et pr^sentant, chacune, une base reposant sur ladite 
deuxieme dalle et un sommet au contact de ladite premiere dalle, cette 

10 premiere dalle comprenant au moins deux reseaux d'electrodes (Y, Y') 
coplanaires dites d'entretien, qui sont orientees selon des directions generates 
paralleles entre elles et auxdites lignes, qui sont disposees de maniere a ce que 
chaque cellule de decharge soit traversee par une electrode de chaque reseau 
formant alors une paire, et qui presentent des bords dits d'amorcage (191) qui 

15 se font face de part et d'autre du gap separant les electrodes de chaque paire, 
caracterise en ce que chaque barriere de separation de colonne comprend, au 
niveau de son sommet et sur toute sa largeur, une succession de zones de 
faible permittivite (15b ; 15c) qui s'etendent au moins de chaque cote du gap 
separant les electrodes de chaque paire au moins a partir d'une ligne situee 80 

20 u.m en arriere des bords d'amorcage (191) des electrodes de cette paire, et qui 
presentent une epaisseur (D b ; D c ) superieure a 3 urn et inferieure ou 6gale a 
un cinquieme de la hauteur totale desdites barrieres, et une permittivite 
dielectrique moyenne (E b , E c ) au moins trois fois inferieure a la permittivite 
dielectrique (E a ) desdites barrieres evaluee au niveau de leur base. 

25 

2. - Panneau selon la revendication 1 caracterise en ce que lesdites 
6lectrodes (Y, Y) coplanaires presentent chacune une largeur constante sur 
toute leur longueur utile . 

30 3 - Panneau selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que la 

succession de zones de faible permittivite au sommet de chaque barriere forme 
une zone continue de faible permittivite. 
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4- Panneau selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que, au 
sommet de chaque barriere separant deux colonnes, les zones de faible 
permittivite sont discontinues et interrompues au niveau du gap separant les 
5 Electrodes de chaque paire. 

5. - Panneau selon Tune quelconque des revendications precedentes 
caracterise en ce que I'epaisseur desdites zones de faible permittivite est au 
moins egale a 5 jim. 

10 

6. - Panneau selon Tune quelconque des revendications precedentes 
caracterise en ce que lesdites barrieres de separation de colonne presentent en 
outre des zones intercalaires de forte permittivite (15c 1 ), qui sont intercalees 
entre la base des barrieres et lesdites zones de faible permittivite, qui 

15 presentent une epaisseur (D' c ) superieure a Tepaisseur desdites zones de faible 
permittivite, et une permittivite dielectrique moyenne (E' c ) superieure a la 
permittivite dielectrique (E a ) desdites barrieres 6valu6e au niveau de leur base. 

7- Panneau selon Tune quelconque des revendications precedentes 
20 caracterise en ce que lesdites electrodes coplanaires (Y, Y') sont revetues 
d'une couche dielectrique (13) et d'une couche de protection et d'emission 
d'electrons secondaires (14). 

8. - Panneau selon Tune quelconque des revendications precedentes 
25 caracterise en ce que ladite deuxieme dalle (12) comprend un troisieme reseau 

d'electrodes (X) dites d'adressage disposees, chacune, au niveau d'une 
colonne de cellules. 

9. - Panneau selon Tune quelconque des revendications precedentes 
30 caracterise en ce que ledit r£seau de barrieres comprend egalement des 

barrieres (16) separant, chacune, deux lignes adjacentes de cellules. 
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10.- Panneau selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes 
caracterise en ce que lesdites barrieres presentent une hauteur d'au moins 100 
|im. 
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